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1. GIRIiS

2010-c1 ildo FP ETI-nun Yarimkegiricilor fizikas1 sobasindo is planmna uygun
olaraq “Nano- vo mikroelektronika iiciin perspektivli olan yarimkecirici materiallar vo
onlarin osasinda strukturlarin texnologiyasi, optik vo elektrik xassolori” mdvzusunda
elmi- todqiqat islori aparilmigdir.

Hal-hazirda sébodo 32 nofor omokdas calisir. Onlardan 5 nofor omokdas fizika —
riyaziyyat elmlori doktoru, 14 omokdas iso fizika — riyaziyyat elmlori namizadidir.
Omokdaslardan 23 nofori tam stat, 1 nofori 0.5 stat vahidi, 8 nofori iso 0.5 stat vahidi
ovazeiliklo ¢alisir.

Elmi- todqiqat islorinin oan miihiim naticalari respublika vo xarici 6lkalorin elmi
motbuatinda dorc edilmisdir. Hesabat miiddotindo, yoni 2010-c1 ilds, Yarimkeciricilor
fizikas1 sobosinin omokdaslar1 torofindon 49 elmi is elmi motbuatda dorc edilmisdir.
Onlardan 4 moqalo xarici jurnallarda, 8 tezis beynolxalq konfranslarda, 26 moqalo
respublika jurnallarinda, 11 tezis iso regional konfranslarda ¢ap edilmisdir. Bu
moqalalordon 1-1 A kateqoriyali, 2-si C kateqoriyali, 1-1 iso D kateqoriyali jurnallarda
dorc edilmisdir.

Yarimkegiricilor fizikast sObosindo 2010-c1 ildo elmi seminar foaliyyot
gostormisdir ki, burada omokdaslarin aldigi elmi noticolor, elmi motbuata toqdim olunan
moqalo va tezislor vo s. miizakiro olunmusdur.

Yarimkeciricilor fizikas1 sobosinin omokdaslar1 2010-c1 ildo AMEA —nin Fizika
Institutu, Radiasiya Problemlori Institutu, Tiirkiyanin Orta Dogu Texniki Universiteti,
Ankara Qazi Universiteti, BDU —nun Nanoarasdirmalar Morkozi ilo elmi omokdasliq
etmisdir.

Omokdaglardan 2 nofar Universitetdaxili 50+50 grantini gazanmis vo qgrant {izro
islori tamamlamis, bir omokdas iso 2010-2011 il tigiin 50+50 grantin1 gazanmisdir.

Sobonin 1 omokdas1 3 folsofo elmlori doktoru dissertasiyasina opponentlik
etmisdir.

Azarbaycan respublikasi prezidenti yaninda elmin inkisaf fonduna “Fundamental
vo totbiqi xarakterli” elmi-todqigat layiholori miisabiqosino “Fizika-riyaziyyat vo
texnika elmlori” elm sahasi lizrs 2 layihs toqdim edilmisdir.

Hesabat ili dovriindo sobado yeni todgigat obyekti olan mosamali silisiumun sirf
kimyovi agilama metodu ilo alinmasi ti¢iin zoruri olan texnoloji avadanliqin sazlanmasi
vo alinma rejimlorinin miloyyanlosdirilmasi tizra tocriibolor davam etdirilmisdir. Bu isdo
mihondislordon H.O. Qafarova, Y.Y. Bobrova vo laborant R.F. Hosonova yaxindan
istirak etmisdir.



2. STAT CODVOLI
Soyadi, adi, atasinin ad1 Voazifasi Elmi d. Tovallid
1. | Riistomov Forhad Orastun oglu | s6bo miidiri fred. | 31.03.1957
2. | Agasiyev Arif Ayaz oglu bas e.1. fred. | 16.09.1941
3. | Lebedeva Nelya Nikolayevna apar.e.li. fren. | 22.10.1937
4. | Darvisov Namiq Hacixolil oglu | apar.e.i. fren. | 13.04.1952
5. | Bagiyev Vidadi ©Onvor oglu apar.e.l. fren. | 03.06.1954
6. | Mommodov Miibariz Zabid boyiik e.i. fren. | 08.08.1959
7. | Quliyeva Tahirs Zeynal qiz1 boyiik e.i. fren. | 14.04.1937
8. | ©fondiyeva Izzot Mommad qiz1 | bdyiik e.i. fren. | 10.09.1950
9. | Axundov Cingiz Qani oglu boyiik e.i. fren. | 14.12.1950
10, Nosirov Elson Fayaz oglu boyiik e.i. fren. | 05.07.1969
11, Orbux Vladimir Isakovig e.i. fren. | 2803.1949
12, Sorbotov Vagqif Xeyrulla oglu e.l. fren. | 28.02.1957
13, Hosonov Mohommod Hidayot | e.1. 04.05.1951
14, Qocayeva S6qiys Mehdi qiz1 k.e.1. 05.08.1935
15, Abdullayeva Loman Kamal qiz1 | k.e.1. 05.05.1974
16, Bobrova Yevgeniya Yuryevna | mithondis 07.05.1960
17, Muradov Sonan Rosul oglu miihondis 19.05.1972
18, Bagirova Samirs Eldar qiz1 miihondis 08.03.1964
19, Qocayev Nizami Nagdoli oglu | mithondis 10.11.1961
20, Mirzsliyeva Gilinay Sakir qiz1 miihondis, analig maz 29.12.1976
21/ Qafarova Hocor Oktay qizi miihondis 28.04.1968
22| Muxtarov Natiq Olibala oglu laborant 17.04.1970
23, Hosonova Rona Softor qiz1 laborant, analiq moz 20.10.1969
24| Hosonova Rona Fazil qiz1 0.5 st. Laborant 21.05.1975
25 Coforov Maarif ©li oglu 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fre.d. | 20.03.1960
26, Muradov ©Ohliman Xanoali o. 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fr.e.d. | 09.07.1947
27| 9sgorov Sahlar Qacay oglu 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) |fr.e.d. | 15.06.1941
28/ Qoribov Qeys Ibrahim oglu 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fr.e.n. | 13.07.1940
29| Mehdiyev Rosid Forzoli oglu 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fr.e.n. | 10.02.1936
30, Agayev Mustafa Nuhbala oglu | 0.5 st.boyiik e.i. (ovoz) | fr.e.n. | 19.05.1950
31, Rzayev R6vnoq Mirzo oglu 0.5 st. k.e.1i.(ovoz) fren. | 14.02.1970
32 Mommodova Sevda Adil qizi 0.5 st. k.e.1.(ovoz) 19.09.1968




3. AZORBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTI YANINDA ELMIN
INKIiSAF FONDU iLO OLAQOLOR

“Fundamental vo totbiqi xarakterli” elmi-todqiqat layiholori miisabigosino “Fizika-
riyaziyyat vo texnika elmlori” elm sahasi iizra iki qrant layihasi togdim edilmisdi.

1. Nanomosamoali silisium tobagolorinin oksidlosdiricinin catigmazliglr rejimindo
kimyovi asilama metodu ilo alimma texnologiyasinin islonmosi, antirefleksion vo
fotolyuminessent xassalorinin tadqiqi.

Layihonin istirak¢ilari: F.O. Riistomov, N.H. Dorvisov, M.Z. Mommodov, Y.Y.
Bobrova H.O. Qafarova,

Layihonin smeta doyori: 184416 manat.

2. Astana otrafi oblastda katod tozlanmasmin energetik asililidina sothinin
mikrostruktur geyri-bircinsliyinin tasirinin dyronilmasi.

Layihonin istirak¢ilari:S.Q. Osgorov, M.N. Agayev, G.M. Sadigzads, L.K.
Abdullayeva.

Layihonin smeta doyori: 45300 manat.

4. AMEA ILO ELMI OLAQOLOR

Yarimkeciricilor fizikasi sobosinin omokdaslart 2010-c1 ildo AMEA —nin Fizika
Institutu, Radiasiya Problemlari Institutu, BDU —nun Nanoarasdirmalar Markozi ilo
elmi omokdasliq etmisdir. S6bonin bir omokdas: Fizika Institundaki “Yarimkegiricilor
va dielektriklor fizikas1” miidafio surasinda bir folsofo elmlori doktoru miidafiasinda
opponentlik etmisdir.

2010-cu i1ldo AMEA-nin hesabatina daxil edilmosi {iglin 2 miihiim elmi todqiqat
isinin naticalori toqdim edilmisdir.

5. ELMI-TODQIQAT ISLORININ 9SAS ISTIQAMOTLORI
Elmi istiqgamat: Fizika
Problem: Elektronika ii¢lin perspektivli olan material vo strukturlarin alinmasi vo
todqiqi
Moévzu: Nano- vo mikroelektronika iiciin perspektivli olan yarimkegirici materiallar
vo onlarin asasinda strukturlarin texnologiyasi, optik vo elektrik xassolori

5.1. p-Si  monokristallik lovhalorindo lyuminessensiya qabiliyyotli
mikromasamali Si tobaqgalorinin elektrokimyavi asillama metodu ilo alinma
texnologiyasinin islonmasi vo onlarin siialanma spektrlorinin todqiqi

1 moarhsls. Goriinon oblastda lyuminessensiya veron vo optik 6lgmolor tigiin
yararli olan bircins mikromasamali Si tobogolorinin yiiksokomlu (100) orientasiyali p-Si
dan alinma texnologiyasinin iglonmasi, onlarin morfologiyasinin va siialanma spektrinin
todqiqi.

Icracilar:  A.Agasiyev, N.H.Dorvisov, M.Z.Mommodov, C.Q.Axundov,
V.X.Sarbotov, S.R.Muradov, N.N.Qocayev, H.O.Qafarova, S.E.Bagirova.



Maosamoli silisiumun fotolyuminessensiya spektrlori adoton miirokkob xarakters
malik olub bir ne¢o gaussianin superpozisiyasindan ibarstdir. Bu mosamoli silisiumda
mixtolif slialanma rekombinasiya morkozlorinin olmasi ilo olagolondirilir. Todqigatlar
gostorir ki, zaman ke¢dikco tobii oksidlosmo zamani fotolyuminessensiyanin
maksimumu kigikdalgali oblasta siiriisiir, intensivliyi iso artir. Buna sobob silisium
nanokristallarinin  oksidgmosi, onlarin Olgiilorinin  kigilmosi vo noticodo gadagan
olunmus zonanin genislonmasidir. Lakin yalniz fotolyuminessensiya spektrlorinin
todqiqi birqiymotli olaraq gadagan olunmus zonanin genislonmosini gostoro bilmoz,
clinki o yalniz nanokristallarin daxilindoki rekombinasiya ilo deyil, hom ds kristallitlorin
sothindoki rekombinasiya ilo baghdir. Goriinon fotolyuminessensiyaya cavabdeh olan
elektron kecgidlorinin todqiqi liglin onun miixtalif komponentlorini miioyyon etmok vo
ayirmaq lazimdir. Lyuminessensiyanin hayacanlagsma spektroskopiyast metodu
nanokristallitlorin sothinds bas veron proseslora hassas olmadigi iigiin mohz onlarin
daxilindaki secilmis dalga uzunlugundaki lyuminessensiyaya cavabdeh spesifik elektron
proseslorinin todqiqi ticlin isifado oluna bilor.

Isdo mosamoli silisiumun nazik tobagolorinin  fotolyuminessensiya v
hoyocanlasma spektrlori todqiq olunmusdur. Moasamoli silisium elektrokimyovi asilama
metodu ilo 0.1 Om'sm miigavimotli p-tip Si monokristallik 16vholorinds alinmisdir.
Asilama niimunonin 1 sm’ sahosinde HF/izopropil spirti mehlulunda 10 — 30 san
middotlorindo  aparilmisdir. Asilama miiddotinin belo qisa se¢ilmisi mosamali
silistumun cox nazik tobagoalorinin alinmasi vo lay daxilinds silisium nanokristallarinin
eynidlciiliiylinii  tomin etmok iclindir. Bu hom do fotolyuminessensiyanin
intensivliyinin udulma omsalina miitonasibliyi tomin etmok vo Ol¢moalori altligdan
ayirmadan hayata ke¢irmak ti¢lin lazimdr.

Gozlonildiyi kimi 6 ay miiddotindo aparilan tobii oksidlosmo zamani
fotolyuminessensiya spektrinin maksimumu qisadalgali oblasta siiriisiir: ~1.7 eV-dan
1.85 eV-a kimi. Paralel olaraq hayacanlagsma spektrlorinin maksimumunun da ~3.55 eV-
dan 4 eV-a godor siirlismosi do askar edilmisdir. Bu hoyocanlasma spektrlorinin
(Ip]eh\/)l/2 — hv koordinatlarinda todqiqi vo xotti ekstrapolyasiyast udulma zamani
kecidlorin zonalararasi ¢op kegidlors uygun goldiyini siibut edir. Bu zaman, homcinin,
miioyyon edilmigdir ki, masamali silisiumun fotohayocanlagsmasinin astana enerjisi 1.87
eV-dan 2.5 eV-a qodor artir. Fotolyuminessensiyanin hoyocanlagma spektrlorinin bu
xtisusiyyotlori mosamoli silisium matrisindo silistum nanokristallitlorinin gqadagan
olunmus zonasinin optik enini miloyyon edorak bilavasito onun kvantdlgiilii
genislonmosini  vo  nanomasamali  silisiumda  goriinon  lyuminessensiyasinin
fotohayacanlasma kanali oldugunu siibut edir.

5.2. Giinds batareyalarimn baza elementi olan Zn,(Cd;.,S,)Se;, nazik
tobagalorinin kimyavi vo elektrokimyovi cokdiirmo iisulu ilo alinmasi, onlarin
elektrik, fotoelektrik vo optik xassalorinin todqiqi

1 marhals. Alinmis Zn,(Cd,,Sy)Se;., nazik tobaqgalorinin elektrik vo fotoelektrik
xassalarinin todqiqi.



Icracilar: M.O.Coforov, V.8.Bagiyev, E.F.Nosirov, Q.1.Qaribov, R.M.Mehdiyev,
R.M.Rzayev, S.A.Mammodova

Tadqiq olunan ZnS;Sex (0 < x < 0.6) vo CdSe;<Tex (0 < x < 0.5) nazik tobagolori
sulu mohluldan kimyovi vo elektrokimyoavi ¢okdiiriilmo iisulu nilo alinmis, onlarin bir
sira elektron xassolori todqiq olunmusdur. Cokdiirma rejimindon, anion vo kation
ovazetmasindan, eloco do havada termik emal zamani oksigenla qarsiligli tasirindon asil
olaraq Cd;«Zn,S, ZnS;,Sex vo CdSe; Tex nazik tobogolorindo miisahido olunan
doyisikliklorin analizi aparilmigdir.

Reaksiyanin kimyovi harisliyinin genis intervalda doyismok ticiin ¢okdiirmo
prosesi komponentlorin konsentrasiyasinin miixtolif qiymaotlorindo aparilmis, reaksiya
parametrlorinin  mohluldaki hissociklorin  Olciilorine  tosiri  dyronilmisdir. PEQ
(polietilenglikol) — su qgarisigindan ibarot mohlulda Cd;,Zn,S (0 < x < 0.6) bork
mohlulun hissaciklori alinmigdir. Qeyd olunan texnologiya ilo alman tobogolorin vo
onlarin torkibindoki zorrociklorin Olgiilorinin kigildilmosi istigamotindo todqiqatlar
aparilmisdir. Bu birlosmolordo fotokimyovi reaksiyanin todqiqi — yoni fotohossas
morkozlorin - yaranma mexanizmi, eloco do onlarin nazik tobogolorinde defektlorin
assosiasiya vo dissosiasiyasinin tobioti aydinlagdirilmisdir.

Mohluldan elektrokimyovi c¢okdirmo tsulu ilo alinmis ZnS;,Se, (halkogen
artighgina malik olmayan) nazik tobogolorinds dorin hossas markozlorin yaranma
mexanizmi, habelo onlarin tobioti, fotokegiricilik vo fototutum spektroskopiyasi tisullari
ilo todqiq edilmisdir. Toboagolorin fiziki xassolorine ilkin reagentlorin tosirinin
Oyronilmosi tigiin sinkin miixtolif duzlarindan istifado olunmusdur. Termik islonmis
ZnS; Se nazik tobogolorindo fotokimyovi reaksiyadan sonra fotohassasliq koskin artir.
Miioyyonlosdirilmisdir ki, 380+400°C-do 3+7 doq. orzinds termik islonmodon sonra
I, /I, =10 tortibindo olur. Yaranmus yeni fotoaktiv morkozlorin tobiotini

aydinlagdirmaq moqsadi ilo nazik tobogolorin fototutum spektrlori vo maksimumlarda
fotocoroyanin  kinetikast todqiq edilmisdir. Bu zaman fotocoroyanin artmasi
eksponensial, azalmasi iso (kvadratik rekombinasiya ilo alagadar) hiperbolik ganuna
tabedir. Bu notico onun gostorir ki, yaranmis yeni fotoaktiv morkozlor akseptor
tobiotlidir. Termik islonmodon sonra ZnS;,Sex nazik tobogolorinin fotohassasliq
spektrindo  0.95+1.15 mkm dalga uzunluglu oblastinda yaranan maksimumlar yeni bir
fotoaktiv morkozlorin yarandigini gostorir. Forz edirik ki, bu morkozlor (v, —Zn,)"

donor-akseptor ciitlorinin pargalanmasi ilo alagodardir.

Todqiq olunmus tobogolor osasinda yaddas elmentlori, negatron cihazlar,
fotogobuledicilor, gilinos batareyalarinin baza elementlori nanomateriallar vo
nanostrukturlar hazirlamaq olar.

5.3. Qaz  bosalmas1  plazmasmmin  yarimkeciricilorin  sathindaki
nanostrukturun vo polimerdaki nanokompozitlorin morfologiyasina, optik va
elektrik xassalorinag tasirinin todqiqi



1 moarhals. Qaz bosalmast plazmasinin  yarimkeciricilorin ~ sothindoki
nanostruktura vo polimerlordoki nanokompzitlorin optik xassaloring  tosirinin
Oyronilmosi.

Icracilar: N.N.Lebedyeva, V.I.Orbux, Y.Y.Bobrova, ©.X. Muradov

Tadqgiqat obyekti kimi tobii Azerbaycan seolit tobagolori gotiiriilmiisdiir. Seolito
maraq ondan irali galir ki, onun qurulusu masamalor vo kanallardan ibaratdir ki, bu da
0z novbasindo bir ¢ox lizvi vo geyri-iizvi birlogsmoalorin vo suyun molekul vo ionlarinin
mosamolora daxil olmasma imkan verir. Seolitin tipi kapkasdaki silisium vo
aluminiumun nisbi miqdarindan vo kationlarin tipindon asilidir. Tobii seolitin
identifikasiyasi {i¢iin onun rentqenoqrafik vo infraqirmizi cpektral analizi aparilmig vo
onun klinoptilolit tipli oldugu miioyyan edilmisdir. Gostorilmigdir ki, seolit tobagalor
qaz bosalmasi1 qurgularinda istifado edilo bilor. Qaz bosalmasinin siirotli elektronlarla
induksiyalandigimi nozoro alarag bu prosesin mexanizmi islonmisdir: mosamslorin
cixisindak: giiclii elektrik sahosinin hesabmna elektronlarin  metallik katoddan
masamolora daxil olmasi, daxildo monfi yiikli divarlarla toqqusmadan totbiq olunmus
elektrik sahoasindo siirotlonmosi vo elektronlarin  mosamolordo karkasin ionlarla
ionlagmas1. Corayanin kinetikasinin todqiqi onun ion xarakterli olmasini gostorir.
Tadqigatin naticosi kimi “Elektron seli yaradan seolit 16vhali qurgu” nun ixtiraya patent
almaq tclin iddia sonodlori Azorbaijan Respublikasi Standartlagdirma, Metrologiya vo
Patent {izro Dovlot Komitosino togdim edilmisdir. Qeydiyyat némrasi a2010 133. Ilkin
ekspertizanin sorgusu cavablandirilmisdir.

5.4 Amorf vo monokristallik metal tabaqsli metal — yarimkecirici kontaktla-
rin emission va elektrofiziki parametrlorinin todqiqi

1 marhala. AlgNiy/nSi kontaktlar: baryer hiindiirlityiiniin haqiqi qiymatinin va
Al-TiW-PtS1/-nSi Sottki doidlarinin igiga hassasliginin tadqiqi.

Icracilar: .M.9fondiyeva, T.Z.Quliyeva, S.M.Qocayeva, M.H.Hasonov,
L.K.Abdullayeva, S.H.Osgorov, M.N.Agayev

Elektron-sua tisulu ilo alinmis amorf metal tobaqgoli AlgNiyy/n-Si kontaktlarinin
baryer hiindiirliiyli todqiq edilmisdir vo bu mdvzu ilo olagodar mogalalor
hazirlannmusdirlar.  Miixtolif metodlarla, miixtolif temperaturlarda, miixtolif olctli
diodlar ticlin hesablanmis baryer hiindiirliiyiiniin qiymatlori forglonir. Bununla slaqadar
olaraq baryer hiindiirliiyli vo ideallq omsali arasinda korrelasiya arasdirilmigdu. Asgkar
edilmisdir ki, ayrilma sorhaddi qeyri-bircinsdir. Qauss paylanmasiunt totbiq etmoklo
potensial coporin hiindirliiyli vo konaracixma parametri hesablanmisdurlar. Digor
torofdon Al-TiW-PtSi/n-Si1 Sottki diodlarinin isia hassasligt todqiq edilmisdir. Askar
edilmisdir, ki diodun osas xarakteristikalart diison isigin intensivliyindon asut olarag
doyisir. Polikristal metal tobogoli Al-TiCu/n-Si Sottki  diodlart genis temperatur
intervalinda todqiq edilmisdir. Miixtolif olciilii amorf tobogoli Al-TiW/n-Si Sottki
diodlarinin copor hiindiirliiyli Qauss palanmast metodu ilo todqiq edilmisdir. Amorf
diffusion baryerli Al-TiW-Pd,Si/n-Si diodlarin isiga hossashigr todgig edilmisdir.
Muxtolif intensivlikli isigin  volt-amper, volt —farad xarakteristikalarma tosiri
Oyronilmisdir. AIl-TiW-PtSi/n-Si  Sottki diodlarinin induktivlik xassolori todqiq



edilmisdir. TiSe analoglarmin xiisusiyyetlori vo texniki todbiqinin perspektivlori
aragdurumusdur.

6. DORC OLUNMUS ELMI ISLORIN XARAKTERISTIKASI

Hesabat miiddotindo, yoni 2010-c1 ilds, Yarimkegiricilor fizikasi sObosinin
omokdasglar1 torofindon 49 elmi is elmi motbuatda dorc edilmisdir. Onlardan 4 moqalo
xarici jurnallarda, 8 tezis beynolxalq konfranslarda, 26 moqalo respublika jurnallarinda,
11 tezis iso regional konfranslarda ¢ap edilmisdir. Magalslorin siyahis1 va siirati olava
olunur.

Xaricdd cap edilmis maqalslor

1. A.A. AracueB, M.3. MamenoB, U.I'. AxynnoB u np. HaHoCTpykTypHbIE H
Mopdornoruyeckue cBoiicTBa mieHok SrTi0;. TeopeTuueckuil U NPUKIATHON HAYYHO-
texHnueckuil xxypHain PAH “Hano- u mukpocuteMHas texnuka’, Mocksa 2010, Ne 4
(117), ctp. 36-38.

2. H. Uslu, I. Dokme, [.M. Afandiyeva, S.Altindal. Illumination effect on I-V, C-
V and g/w-V characteristics of AI-TiW-Pd,Si/n-Si structures at room temperature.
Surface and Interface Analysis. 2010, 42, pp. 807-811.

3. H. Usluy, S. Altindal, U. Aydemir, I. Dokme, .M. Afandiyeva. The interface
states and series resistance effects on the forward and reverse bias I-V, C-V and G-V
characteristics of Al-TiW-Pd2Si/n-Si Schottky barrier diodes, Journal of Alloys and
Compounds, 2010. 503, 1, pp. 96-102.

4. N.N. Lebedeva, V.I. Orbukh, Ch.A. Sultanov. “Gas — discharge system with a
zeolite electrode. XKT®, 2010, 1.55, Ne 4, 565-568

Respublikada cap edilmis maqalslar

1. A.A. Agasiyev, M.Z. Mommodov, C.Q. Axundov, V.X. Sorbotov. WUneprus
temna. Pexumsl ¢ oboctpenneM. AMEA FI Fizika jurn., Baki 2009, c. XV, Ne 3, soh.
41-42.

2. A.A. AracueB, M.3. Mawmeno, U.I'. AxynmoB, V.X. Sorbotov vo b.
Kopnyckynsipras crpykrypa aacopoentos-resneil. SDU-nun Xaborlor jurn. Tabiot vo
texniki elmlor bolmasi, 2009, Ne3-4, ¢.9, soh. 35-38.

3. LM. Ofondiyeva, S.Q. Osgorov, L.K. Abdullayeva, T.Z. Quliyeva,
S.M.Qocayeva. Muxtalif olciilii AI-TiW/n-Si Sottki diodlari copar hiindiirliiyiliniin
todqiqi., AMEA Fizika jurnali, ¢.XVI, N 2, 2010. s. 20-23.

4. UM.DO¢dennuena. MccnenoBanue 31eKTpoPU3NUECKUX TapaMETPOB KOHTAKTOB
Metail- nmoaynpoBogHUK Al-TiCu/n-Si ¢ NOIMKPUCTATIMYECKOM METATTUYECKOM
wieHkoil. A3op0.MEA-Xabarlori, fiz.-riy. Elm.seriy., XXX, No2, 2010, 118-129.

5. LM.Afandiyeva. Investigation of potential barrier height of Shottky diode
AlTiCu/n-Si., AMEA Fizika jurnali, c. XV, N 4, 2009, 85-88.

6. L.K. Abdullayeva, S.M. Qocayeva, T.Z. Quliyeva, S.E. Bagirova. Amorf
xolitoli Alypg Ni 2/n-Si diodlarmin elektrofiziki xassolorino toxunma sothinin geyri-
bircinsliyinin tosiri. SDU-nun Xaoborlori. 2010, ¢.10, Ne 2. s. 15-19.



7. IMamaes N.I"., Araee M.H., I'acanoB M.I'. 3ydyeHue COJHEYHBIX 3JIEMEHTOB
Ha OCHOBE p-n mepexoga u3 p-Si ¢ Ag meraumzanuei. Energetikanin problemlori,
2009, N 3-4, soh. 142 — 144.

8. IIL.I'. AckepoB, M.H. Araes, W.I'. Pamaes, P.®. Mextues, M.I'. I"acanos.
[Ipumenenue a-AINi B KauecTBE OMHYECKOIO KOHTAKTa B KPEMHHUEBBIX COJTHEYHBIX
anmemenTax. BDU Xoborlori, 2009, N 4, soh. 111-115.

9. T.Z. Kuliyeva, N.N. Lebedeva, V.I. Orbukh, Ch.A. Sultanov. Natural Zeolite —
Klinoptilolit identification. AMEA Fizika jurnali, 2009, v.1, N 3, 43-45.

10. JIxadapoB M.A., , Mextues P.®., Mamenoa C.A., Hacupos
9.0.DoToOXUMHYECKAs PEeaKIUsi B HAHOPa3MEPHBIX [UICHKAX TBEPABIX pacTBOpoB A’B°,
ocaxxIeHHBIX U3 pacTBopa. BDU Xaoborlori, 2010, N 1, soh. 142-150.

11. N.8. Mommadov, Q.I. Qaribov, E.A. Rosulov, S.S. ®lokbarov. Ifrat yiiksok
tezlikli elektromaqnit dalgalar1 ilo suyun aktivlosdirilmosi. BDU Xabaorlori, 2010, N 1,
soh. 138-141.

12. ®.A. PycramoB, M.3. Mamenos, H.I'. Japsumos, E.FO. bob6posa, X. O.
ladapoBa. VYmmmpenue ONTHUYECKOW HIMPUHBI 3alpeleHHOW 30HBI HAHOIOPHUCTOTO
KpeMHUs NpH ecTecTBeHHOM okucienuu. BDU FPI, Fizikanin miiasir problemlori IV
Resp. Elmi-praktik konf. Materiallari, Baki 2010, 24-25 dekabr, soh. 240-242.

13. T.3. Kynuesa, I'.M. DiisazoBa, H.H. Jle6enena, B.1. OpOyx, Y.I'. AXyHnoB.
UccnenoBanue npupoaHoro AszepOalKaHCKOTO II€0JIUTA- KIMHONTUIOIUTA METOJIO0M
pentrenorpadpun u UK- cnexrpockonuu. BDU FPI, Fizikanin miiasir problemlori IV
Resp. Elmi-praktik konf. Materiallari, Baki 2010, 24-25 dekabr, soh.224-226

14. Mypanos A.X. M3mepeHre MPOU3BOJHBIX BOJIBT-aMIIEPHBIX XapaKTEPUCTHUK
KOHTAKTa BBICOKOOMHOT'O TIOJTyIIPOBOIHUKOBOTO 30H/a ¢ Miua3Moii B aprone. BDU FPI,
Fizikanin miiasir problemlori IV Resp. Elmi-praktik konf. Materiallari, Bak1 2010, 24-
25 dekabr, soh. 226-229

15. Mypanos A.X. BiusiHue BHELIHETO MU3Ty4Y€HUS HA IUIABAIOLIAN MOTEHIIHAI
T0JIyIPOBOJHMKOBOIO 30HJIa B HM3KOTEMIIEpaTypHOiIl apronosoii mmasme. BDU FPi,
Fizikanin miiasir problemlori IV Resp. Elmi-praktik konf. Materiallari, Bak1 2010, 24-
25 dekabr, soh.229-232

16. xadpapos M.A., Mextues P.®., MamenoBa C.A., Hacupor D.O.
HuskoremnepatypHass TEXHOJIOTHSI CO3JaHMs (POTOIIEKTPUUECKUX MpeoOpa3zoBaTeiieit
conneunoii sueprun. BDU FPI, Fizikanin miiasir problemlori IV Resp. Elmi-praktik
konf. Materiallari, Baki1 2010, 24-25 dekabr, soh.220-222

17. HxadapoB M.A., Hacupo D.D., Mextuep P.®. ®duszuko —XUMHUECKHE
OCHOBBI COBEPIIICHCTBOBAHUS TEXHOJOTHHU OCAXKICHHS IUICHOK CYIb(UIO0B KaIMHS U
uunka. BDU FPI, Fizikanin miiasir problemlori IV Resp. Elmi-praktik konf.
Materiallar1, Bak1 2010, 24-25 dekabr, soh.215-217.

18. IxadapoB M.A., Hacupor 3.®., MextueB P.®. Ilosyyenne HaHOYACTHIL
cynb(puaa KagMus p —TUNa B 3MYIbCHOHHBIX cuctemax. BDU FPI, Fizikanin miiasir
problemloari IV Resp. Elmi-praktik konf. Materiallari, Baki 2010, 24-25 dekabr, soh.217
-220.
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19. A6aunor A.ll., Mamenos I'.M., Mamenos B.Y. Cadapor B.I'., Hacupos
D.®. Dnektpudeckue cBoiictBa cTpykTyp p=GaAs/ n-Cd;,Zn,Se;,Te,, BDU FPIi,
Fizikanin miiasir problemlori IV Resp. Elmi-praktik konf. Materiallari, Bak1 2010, 24-
25 dekabr, soh.161-164

20. Q.I. Qoribov. HccnenoBanue mapaMeTpoB cTpaT B MarHMTHOM nojie. BDU
FPI, Fizikanin miiasir problemlori IV Resp. Elmi-praktik konf. Materiallari, Baki 2010,
24-25 dekabr, soh.201-204.

21. A.A. AracueB, M.3. Mawmeno, U.I'. AxynnoB u np. Hanopaszmepnsie
cBoifcTBa mueHok SrTiOs. Az. Resp. Tohsil Nazir., Az. Memarliq vo Insaat Inss Metallar
fizikasinin miiasir problemliri, II Beynolxalq elmi-praktiki konf. Materiallar1., Baki
2010, soh. 93-95.

22. B.D. barwes, UI.M. 3Odenaues, B.X. lapbatoB, H.I'. [lapBuiios.
Mukpockonuyeckass MOABIKHOCTb HEpaBHOBECHBIX Hocutened Toka B BijpTiOy
MHIyLMPOBAHHBIX IHKOCEKYHIHBIMU MMITyJIbcamu nasepa. BDU FPI, Fizikanin miiasir
problemloari IV Resp. Elmi-praktik konf. Materiallari, Baki 2010, 24-25 dekabr, soh.20-
23.

23. B.D. barues, LII.M. Ddennues, B.X. [lap6atos, H.I'. JapBumos. Bpewms
’KU3HU HEpaBHOBECHBIX HocuTeneil Toka B Bij;T10, npu ocBeleHnn MUKOCEKYHTHBIMU
umnyinbcamu nasepa. BDU FPI, Fizikanin miiasir problemlori IV Resp. Elmi-praktik
konf. Materiallari, Baki 2010, 24-25 dekabr, soh.23-26.

24. H.B. Qasmmov, N.E.Hosonov, R.M. Rzayev. Cu;gS monokristallarinda
qurulus kegidlori vo onlarm kinetikas1. BDU FPI, Fizikanin miiasir problemlori III Resp.
Elmi-praktik konf. Materiallari, Baki 2009, dekabr, soh. 158-159.

25. .M. DdennueBa. @pakranabHble UcchaeqoBaHus TpaHullbl pazaena KMIT Al-
TiCu/n-Si., Journal of Qafgaz University, 2010, v.1, N 29, pp.86-91.

26. .M. Afandiyeva, L.K.Abdullayeva, S. Ozgelik. Photoluminescence study of
metal films impact on silicon energetic structure, Journal of Qafgaz University, 2010,
v.1, N 29, pp. 95-99.

Beynolxalq konfranslarda cap edilmis tezislor

1. ®.A. Pycramo, H.I'. [apsumos, E.FO. bo6poa, X. O. Tadaposa.
JlrtoMuHEeCUEHIIUST TIOPUCTOTO KPEMHHUS TOJYYEHHOIO0 XWMHUYECKHM TpPaBIICHHEM B
BBICOOKOOMHOM KpeMHMHM p-Tuna. XXI MexayHaponHas Hay4YHO-TEXHUUYECKAs
KOH(epeHIHs Mo (HOTOIEKTPOHUKE U Tprubopam HouHOro Buaenus ORION-2010. 25-
28 mag 2010 Mocksa, Poccus. ctp. 206-207.

2. ®.A. Pycramos, M.3. Mamenos, H.I'. Jlapeuiios. JIroMuHecHEHIUS TOHKUX
MaJIOTIOPUCTBIX €CTECTBEHHO OKHCIIEHHBIX CJIOEB MOPUCTOrO KpeMHus. XXI
MexayHapoiHas HayqHO-TeXHUYecKasi KoH(epeHuus 1no GoTodJIEKTPOHHUKE U
npu6opam HouHoro BuaeHns ORION-2010. 25-28 mas 2010 Mocksa, Poccus. ctp. 199-
200.

3. CamamoB b.I'., Jle6eneBa H.H., OpOyx B.U., bo6pora E.IO., C. Kapacoce.
VYcunenue GpoTooTKIMKAa HAHOTIOPUCTBHIM CIOEM LI€0JIUTa B NoJynpoBogHukoBoM MK —
npeoOpazoBaTene noHu3amoHHoro tuna. XXI MexayHapoaHas HaydHO-TEXHUUYECKas
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KOH(epeHIHs Mo (HOTOIEKTPOHUKE U TprubopamM HouHOro BuaeHus ORION-2010. 25-
28 mag 2010 Mocksa, Poccus. ctp. 196.

4. 1.G. Pashayev, M.N. Agayev, A.G. Eyvazova, M.G. Hasanov, R.F. Mehdiyev.
Application of a-Al-Ni as an ohmic contact in the silicon solar elements. 6-th
International conference on Technical and physical problems of power engineering.
Tebriz, Iran- 2010, N 110, pp. 512-514.

5. N.A. Mamedov, Q.I. Qaribov, G.M. Sadikhzade, R.G. Garibov. Sh.Sh.
Alekberov. About periodic heterogeneticalty in construktion of ozonizers. 6-th
International conference on Technical and physical problems of power engineering.
Tebriz, Iran- 2010, N 110, pp. 372-374.

6. N.N. Lebedeva, V.I. Orbukh, Ye.Yu. Bobrova, T.Z. Kuliyeva. Light emission
of the gas discharge from nanopores of zeolite. 17 International Conference on Ternary
and Multinary Compounds. 27-30 September, 2010, Baku, Azerbaijan, pp. 166.

7. N.A. Mamedov, Q.I. Qaribov, A.M. Manafova. Role of biologically active
water in processes of germination and swelling of seeds and their agricultural value.
Prosiding of the tenth Baku International congress ““ Energy, Ecology, Economy”. Baku
2009, September 23-25, pp. 276-279.

8. Q.I. Qaribov, N.A. Mamedov, G.M. Sadikhzade. Self-oscillatory properties
argone discharge with running strata on service of lazer technology. Prosiding of the
tenth Baku International congress “ Energy, Ecology, Economy”. Baku 2009,
September 23-25, pp. 164-166.

Regional konfranslarda cap edilmis tezislor

1. ®.A. Pycramos, H.I'. Jlapsumos, E.FO. bob6posa, M.3. Mamenos, X. O.
['adapoBa. AHTHOTpaXKalOIIKUE CIOU MOPUCTOIO KPEMHHMS MOJTYyUYEHHbIE XHMHUYECKUM
tpaBinenueM B pactBopax HF/HNO3;/CH3;COOH. BDU Fizika fakultosi, Fizikanin aktual
problemloari VI Respublika konf. Mater. 20 noyabr, Bak1 2010. soh. 65

2. ®.A. PycramoB, M.3. Mawmenos, H.I'. lapsumog, E.FO. Bbob6posa, X. O.
'agapoBa. V3meHeHue CHEKTPOB BO30YXKACHUS JIOMUHECHECHIIMM TOHKUX CIIOEB
nmopucToro kKpeMuusi npu ecrectBeHHoM okucieHuu. BDU Fizika fakultosi, Fizikanin
aktual problemlori VI Respublika konf. Mater. 20 noyabr, Baki 2010. soh. 66.

3. A.A. Aracues, M.3. Mamenos, U.I'. AxyHnoB u ap. [IneHk# C10KHOTO OKucia
SrTiOs. BDU Fizika fakultssi, Fizikanin aktual problemlori VI Respublika konf. Mater.
20 noyabr, Baki1 2010. soh. 60-61.

4. MypanoB A.X. KOHTakT BBICOKOOMHOI'O TOJYIPOBOJIHUKOBOIO 30HJA C
razopaspsnHor apronoBoii mnasmoil. BDU Fizika fakultosi, Fizikanin aktual
problemloari VI Respublika konf. Mater. 20 noyabr, Bak1 2010. soh. 63

5. JIxadapo M.A., HacupoB D.®. I'mapoxumMuyeckoe OCa)kJCHHE IIJICHOK
TBepAbIX pactBopoB coeamuennii A’B°. BDU Fizika fakultosi, Fizikanmin aktual
problemlari VI Respublika konf. Mater. 20 noyabr, Baki1 2010. soh.

6. [xadpapor M.A., HacupoB DO.D. BnusHue HCXOAHBIX pEarcHTOB Ha
(dbu3nyecKkre CBOMCTBA TIJICHOK COCJAMHEHUUN A’B®. BDU Fizika fakultosi, Fizikanin
aktual problemlori VI Respublika konf. Mater. 20 noyabr, Baki 2010. soh. 79.
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7. 9.S. Abdinov, R.F. Babayeva, R.M. Rzayev. P-GaSe kristallarinin udma
spektrino xarici gorginliyin tosiri. BDU Fizika fakultosi, Fizikanin aktual problemlori VI
Respublika konf. Mater. 20 noyabr, Baki 2010. sah. 70.

8. ©.S. Abdinov, R.F. Babayeva, R.M. Rzayev. P-GaSe kristallarinda
coxmorhololi asqar fotokeciricilik hadisolori. BDU Fizika fakultosi, Fizikanin aktual
problemlori VI Respublika konf. Mater. 20 noyabr, Bak1 2010. soh. 69.

9. Barues B.3., Ddenauen 111.M., [llap6atoB B.X., Jlapumos H.I". Penakcanus
HEPaBHOBECHOW MPOBOJUMOCTH MOHOKpHUCTAILIOB Bi;,TiO5 B cyOHaHOCEKYHIHOM
nuana3zone. BDU Fizika fakultosi, Fizikanin aktual problemlori VI Respublika konf.
Mater. 20 noyabr, Baki 2010. soh. 40-41.

10. ITamaes N.I'., Arae M.H., 'acanoB M.I". CTpyKTypbl IUICHOK MeTajljia Ha
anektpoduzndeckue croiictsa nuoaoB lllotku. BDU Fizika fakultosi, Fizikanin aktual
problemlori VI Respublika konf. Mater. 20 noyabr, Bak1 2010. soh. 80.

11. 1.Q. Pasayev, M.N. Agayev, M.H. Hasonov, R.F. Mehdiyev. Silisium
osasinda miixtolif materiallardan hazirlanmig Sotki diodlarin parametrlori arasinda
korrelyasiya. BDU Fizika fakultasi, Fizikanin aktual problemlori VI Respublika konf.
Mater. 20 noyabr, Bak1 2010. soh. 38-39.

7. XARICI DOVLOTLORIN TOHSIL VO ELMI MUOSSOLORI ILO

IJLAQOLOR

Yarimkegiricilor fizikast sobosinin omokdaglart 2010-c1 ildo Tiirkiyonin Orta
Dogu Texniki Universiteti vo Ankara Qazi Universiteti ilo omokdashigini davam
etdirmisdir.

Yarimkegiricilor fizikasi sobosinin omokdaslar1 torofindon 2010-c1 ildo asagida
qeyd olunmus xaricds kecirilmis beynoalxalq konfranslara materiallar toqdim edilmis va
cap edilmisdir.

SPIE: Optics + Photonics. 3-4 August, 2009, San Diego, California, USA

XI Mexnynaponnas KoHdepeHIs onTo-HaHOAJICKTPOHNKA, HAHOTEXHOJOTUH H
MHKPOCUCTEMBI, 25-29 may, 2009, YbsIHOBCK,

2010-cu ildo sobonin bir amokdas: torofindon fundamental elmlor sahasindaki
TWAS todqgigat grantina layiq gorilmiisdiir. Sobonin iki omokdasi (R-73 sayhi
23.11.2009 tarixli amra asason) N.H. Darvisov vo L.K. Abdullayeva Universitetdaxili
50+50 grantini qazanmig vo yerind yetirib tamamlamislar. Mommoadov M.Z. iso 2010-
2011 il Gi¢lin 50+50 grantin1 qazanmisdir (R-73 sayli, 11.11.2010 tarixli omra osason).

Hesabat miiddotindo, yoni 2010-c1 ilds, Yarimkegiricilor fizikasi sObosinin
omokdaslari tarafindon xaricde 4 maqals ¢ap edilmisdir, onlardan 1-1 A kateqoriyali, 2-
si C kateqoriyali, 1-1 iso D kateqoriyali jurnallarda dorc edilmisdir. Moaqalolorin siyahisi
vo siirati olavo olunur.

1. H. Uslu, S. Altindal, U. Aydemir, I. Dokme, [.M. Afandiyeva. The interface
states and series resistance effects on the forward and reverse bias I-V, C-V and G-V
characteristics of Al-TiW-Pd2Si/n-Si Schottky barrier diodes, Journal of Alloys and
Compounds, 2010. 503, 1, pp. 96-102.

Impact Factor 2.135. (A kateqoriyas1)
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2. H. Uslu, I. Dokme, [.M. Afandiyeva, S.Altindal. Illumination effect on I-V, C-
V and g/w-V characteristics of AI-TiW-Pd,Si/n-Si structures at room temperature.
Surface and Interface Analysis. 2010, 42, pp. 807-811.

Impact Factor 0.998. (C kateqoriyasi)

3. N.N. Lebedeva, V.I. Orbukh, Ch.A. Sultanov. “Gas — discharge system with a
zeolite electrode. XKT®, 2010, 1.55, Ne 4, 565-568

Impact Factor 0.495. (C kateqoriyasi)

8. ELMI-TODQIQAT ISLORININ NOTICOLORININ TOTBIQI

6.1. 2010-cu ildo AMEA-nin hesabatina daxil edilmasi ili¢iin toqdim olunan
mithiim elmi naticalor.

1. Gorilinon oblastda lyuminessensiya veran va optik 6lgmoalor tigiin yararli olan
bircins mikromasamali Si tobagalorinin yiiksokomlu (100) orientasiyali p-Si- dan alinma
texnologiyasinin iglonmasi, onlarin morfologiyasinin vo stialanma spektrinin tadqiqi

(100) orientasiyali p-Si- dan elektrokimyovi asilama metodu ilo alinmis mosamoli
silistumun fotolyuminissensiya vo hoyocanlasma spektrlorine uzun miiddatli tobii
oksidlogmoanin tosiri todqiq edilmis vo optik qadagan olunmus zonanin eninin 1.8 eV-
dan 2.3 eV-a qodor doyismosi askar edilmisdir.

Icracilar: fr.e.d. F.O.Riistomov, fr.e.n. N.H.Dorvisov, f.r.e.n. M.Z.Mommadov,
Y.Y. Bobrova, H.O. Qafarova

2. AlgoNiy/nSi1 kontaktlar: baryer hiindiirlityiiniin haqiqi qiymsatinin vo Al-TiW-
PtSi/-nSi Sottki doidlarinin is1ga hossaslhiginin todqiqi.

Al-TiW+PtSi/n-S1. Sottki diodlarinin induktiv xassoalori todqiq edilmisdir. Diod
induktivliyinin temperatur, doyison gorginliyin tezliyi vo kontakt sahosinin dl¢iilorindon
asililig1 agkar edilmisdir.

Icragr: fr.e.n. .M.Ofondiyeva

9. PATENT VO INFORMASIYA iSLORIi
07.06.2010-cu 1l tarixds “Elektron seli yaradan seolit 16vhali qurgu”-nun ixtiraya
patent almaq iiclin iddia sonodlori Azorbaijan Respublikas1 Standartlasdirma,
Metrologiya vo Patent iizro Dovlot Komitosino togqdim edilmigdir. Qeydiyyat ndmrasi
a2010 133. Ilkin ekspertizanin sorgusu cavablandirilmisdir.
Miiolliflor: N.N. Lebedeva, V.I. Orbux, C.Q. Axundov, Y.Y. Bobrova, C.A.
Sultanov.

10. DOVLOT PROQRAMLARININ ICRASI

“Azorbaycan Respublikasinda 2009-2015-ci illordo elmin inkisafi tizro Milli
Strategiya” Dovlot Proqgraminin hoyata kegirilmosi ilo bagl Yarimkegiricilor fizikasi
sObasinin 2009 — 2015 —ci illori ohato edon 6 morhalali elmi todqiqat islorinin plani
1slonmis vo tosdiq edilmisdir.
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11. ELMI SEMINARLAR
Yarimkegiricilor fizikas1 sobosindo “Elektronika {igiin perspektivli olan material
vo strukturlarin alinma texnologiyasi vo todqiqi” mdvzusunda ayliq seminar foaliyyot
gostorir. Seminarin rohbari f.-r.e.d. F.O. Riistomovdur.

12. ELMI-PEDAQOJI KADRLARIN HAZIRLANMASI
Yarimkegiricilor fizikas1t sobonin 2 omokdasi - f.-r.e.d. A.A.Agasiyev fizika
fakultosinin magistrlori iiclin  “Miirokkab heterokecidlorin nozariyyasi”, “Optik
holografiya”, “Fotoelektronika” kursu iizro, f.-r.e.n. E.F. Nosirov iso “Bork cisim
elektronikas1” vo “Elektrik vo maqnetizm” kursu lizro miithazirs dorslori aparmaislar.
BDU-nun Fizika fakultosinin 8 omokdasi sobado 0.5 stat ovozgiliklo elmi-
todqiqat islori aparmiglar.

13. DISSERTASIYA MUDAFIOSI VO DISSERTASIYA SURALARININ
FOALIYYOTI
F.r.e.d. F.O. Riistomov BDU-nun nazdindo faaliyyst gostoron D.02.012 “Bork
cisimlor fizikas1” dissertasiya surasinin lizviidiir.

14. 2011-ci ILD® HANSI AVADANLIQLARIN ALINMASINA EHTIYAC
DUYULUR
Yarimkegiricilor fizikas1 sobosindo aparilan elmi todqiqat islorinin daha da
intensivlogdirilmosi liclin asagidaki reaktivlorin vo avadanligin alinmasma ehtiyac
vardir.

Bidistilyator (siigoli) 3000 m
Su deionizatoru Vodoley 2100 m
Ultrasos yuyucu vanna 200 m
Metallografik mikroskop Altami MET variant 1M 5500 m
1000vt-liq lampa Osram (10 odod) 6000 m
Yiiksok gorginlik manboyi High Voltage Power Supply PS325 (3 adad) 4500 m
Foton Saygaci1 Foton Counter SR400 6500 m
IIkin giiclondirici Preamplifier SR445A 1700 m
Optik modulyator Optical Chopper SR540 1500 m
Spektrometr Perkin Elmer LS55 50000 m
Lambda 1050 UV/VIS/R spektro- fotometri sistemi 220000 m
Silisium 16vholori
3", P/Boron, (111), 10 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (111), 2 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (100), 10 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (100), 2 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
3", P/Boron, (111), 0.1 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m

3", P/Boron, (111), 0.01 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m
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3", P/Boron, (100), 0.1 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 adad 1200 m

3", P/Boron, (100), 0.01 Ohm.cm, 380 mkm, SSP 100 odad 1200 m
Kimyavi reaktivlor
plavik tirsusu Hydrofluoric acid, CAS 7664-39-3 51 440 m
izopropil spirti 2-propanol, CAS 67-63-0 161 550 m
n- pentan n-pentane, CAS 109-66-0 81 660 m
aseton Aceton, CAS 67-64-1 81 200 m
azot tursusu Nitric acid, CAS 7697-37-2 101 200 m
sirko tursusu Acetic acid, CAS 64-19-7 41 275 m
xlorid tursusu Hydrochloric acid, CAS 7647-01-0 101 250 m
hidrogen peroksid Hydrogen peroxide, CAS 7722-84-1 51 275 m
sulfat tursusu Sulfuric acid, CAS 7664-93-9 51 500 m

15. 9SAS NOTICIOLOR VO TIOKLIFLOR.

Yarimkegiricilor fizikasi sobasinda yiiksok omlu p-Si monokristallik 16vhalarinda
nano- vo makromasamoli Si tobagolorinin elektrokimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasi tam monimsonilmisdir vo sirf kimyovi asilama metodu ilo nanomosamali
silistumun alinmasi texnologiyas1 lizorindo islor davam etdirilmigdir. Bu golocokds
fotolyuminessent xassolorinin tadqiqi ilo yanasi nanomasamali silisium asasinda giinos
elementlorinin hazirlanmas1 va tadqiqine, metal/masamali Si/monokristallik p-Si
sistemlorinin hazirlanmasi va onlarda elektrik, diod vo elektrolyuminessent xassolorinin
todqiqino imkan verocokdir. Bundan bagsga sobodo nanomosamoli silisiumun sirf
kimyovi agsilama metodu ilo alinma texnologiyasinin iglonmosino do baslanmisdir.

Nanoosamoli silisiumun nazik tobogolorinin fotolyuminessensiya vo
hoyocanlasma spektrlori todqiq olunmusdur. Mosamoli silisium elektrokimyovi asilama
metodu ilo ¢cox qisa asillama miiddotlorindo alinmisdir ki, bu da fotolyuminessensiyanin
intensivliyinin udulma omsalina miitonasibliyir tomin etmok vo Ol¢moalori altligdan
ayirmadan hoyata kecirmok ticiin lazimdir. Uzun miiddstli aparilan tobii oksidlosma
zamani fotolyuminessensiya spektrinin maksimumunun spektrin qisadalgali oblastina
slirismosi  miioyyon olunmusdur. Paralel olaraq hoyacanlagsma spektrlorinin
maksimumunun da spektrin boyiik enerjili oblastina slirismosi do askar edilmisdir. Bu
hoyocanlagsma spektrlorinin analizi udulma zamani kegidlorin zonalararasi ¢cop kegidloro
uygun goldiyini siibut etmisdir. Bu zaman, homcinin, miioyyon edilmisdir ki, mosamoli
silisiumun fotohoyocanlagsmasinin astana enerjisi 1.87 eV-dan 2.5 eV-a qodor artir.
Fotolyuminessensiyanin hoyocanlagsma spektrlorinin  bu xiisusiyyotlori mosamali
silistum matrisinds silisium nanokristallitlorinin qadagan olunmus zonasinin optik enini
mioyyon edorok bilavasito onun kvantdlgiilii genislonmosini vo nanomosamali
silistumda goriinon lyuminessensiyasinin fotohayacanlasma kanali oldugunu siibut edir.

Tadqiq olunan ZnS;,Sex (0 < x < 0.6) vo CdSe;<Tex (0 < x < 0.5) nazik tobagolori
sulu mohluldan kimyovi va elektrokimyovi ¢okdiiriilmo tisulu ilo alinmis, onlarin bir
sira elektron xassolori todqiq olunmusdur. Cokdiirme rejimindon, anion vo kation
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ovazetmasindon, eloca do havada termik emal zamani oksigenla qarsiliqli tasirindon asil
olaraq Cd;«Zn,S, ZnS;,Sex vo CdSe; Tex nazik tobogolorindo miisahido olunan
doyisikliklorin analizi aparilmisdir. Bu birlogsmalords fotokimyovi reaksiyanin todqiqi —
yoni fotohossas morkozlorin yaranma mexanizmi, eloco do onlarin nazik tobagoalorindo
defektlorin assosiasiya vo dissosiasiyasinin tabioti aydinlasdirilmisdir. Tadqiq olunmus
tobogolor osasinda yaddas elmentlori, neqatron cihazlar, fotoqobuledicilor, giinos
batareyalarinin baza elementlori, nanomateriallar vo nanostrukturlar hazirlamagq olar.

Tabii seolitin identifikastyast liclin onun rentqenoqrafik vo infraqirmizi cpektral
analizi aparilmis vo onun klinoptilolit tipli oldugu miioyyon edilmisdir. Gostorilmisdir
ki, seolit tobogolor qaz bosalmasi1 qurgularinda istifado edilo bilor. Qaz bosalmasinin
strotli elektronlarla induksiyalandigint nozors alaraq bu prosesin mexanizmi
islonmigdir. Todqiqatin noticosi kimi “Elektron seli yaradan seolit 16vhali qurgu” nun
ixtiraya patent almaq tigiin iddia sonoadlori Azorbaijan Respublikasi Standartlasdirma,
Metrologiya vo Patent lizro Dovlot Komitosine toqdim edilmisdir

Elektron-sua iisulu ilo alinmis amorf metal tobogoli AlgoNiyo/n-Si kontaktlarinin
baryer hiindiirliiyli todqiq edilmisdir vo bu mdvzu ilo olagodar mogalalor
hazirlanmusdirlar.  Miixtolif metodlarla, miixtolif temperaturlarda, miixtolif olctili
diodlar ticlin hesablanmis baryer hiindiirliiyiiniin qiymatlori forglonir. Bununla slaqadar
olaraq baryer hiindiirliiyii vo ideallq omsali arasinda korrelasiya arasdirilmisdwr. Digor
torofdon Al-TiW-PtSi/n-Si Sottki diodlarumn ig1ga hossasligt todqiq edilmisdir. Al-TiW-
PtSi/n-S1 Sottki diodlarinin induktivlik xassalori todqiq edilmisdir. TiSe analoglarinin
xiisusiyyatlori vo texniki todbiqinin perspektivlori aragdiurtlmgdur.



